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(54) 크  헤드   플 트 에 크  막 하는 

(57)  약

크  헤드   플 트 에 리  상 착 (PVD)  하여 크  막  하는  개

시 다. 개시  크  막   크  질  루어진 복 개  (source)   플

트  격 게 치하여,  들  는 크  질  하는  플 트  에 착

시킴   플 트       내벽에 크  막  한다. 

도 - 도2
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특허청  

청 항 1 

   플 트  에  리  상 착 (PVD)  하여  크  막(ink-repellent

coating film)  하는 에 어 ,

크  질  루어진 복 개  (source)  상   플 트  격 게 치하여,

상  들  는 크  질  하는 상   플 트  에 착시킴  상  

플 트     상    내벽에 크  막  하고, 

상  들  치  변 시킴  상    내벽에 는 크  막   하는

것  특징  하는 크  막  .

청 항 2 

삭

청 항 3 

 1 항에 어 ,

상  리  상 착  빔 착(electron beam evaporation) 또는 열 착(thermal evaporation)  것

특징  하는 크  막  . 

청 항 4 

  1 항에 어 ,

상  들  개 는 2개  것  특징  하는 크  막  .

청 항 5 

 1 항에 어 ,

상   플 트   실리 (silicon) 또는 산  실리 (oxidized silicon)  루어지는 것  특

징  하는 크  막  .

청 항 6 

 5 항에 어 ,

상  크  질  플루  실란(perfluorinated silane) 계열  질  것  특징  하는 크  

막  .

청 항 7 

   플 트 에 리  상 착 (PVD)  하여 크  막  하는 에

어 ,

상   플 트  크  질  루어진 (source)에 해  경사지게 치하여,

상   는 크  질  하는 상   플 트  에 착시킴  상  

플 트     상    내벽에 크  막  하는 크  막  

청 항 8 

 7 항에 어 ,

상  리  상 착  빔 착(electron beam evaporation) 또는 열 착(thermal evaporation)  것

특징  하는 크  막  .
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청 항 9 

 7 항에 어 ,

상   플 트  경사 각도  변 시킴  상    내벽에 는 크  막  

 하는 것  특징  하는 크  막  .

청 항 10 

 9 항에 어 ,

상   플 트  경사각도는 0도 보다 크고 90도 보다  것  특징  하는 크  막  

.

청 항 11 

 7 항에 어 ,

상   플 트   실리 (silicon) 또는 산  실리 (oxidized silicon)  루어지는 것  특

징  하는 크  막  .

청 항 12 

 11 항에 어 ,

상  크  질  플루  실란(perfluorinated silane) 계열  질  것  특징  하는 크  

막  .

  

 상 한 

     

         하는   그 야  래

본   크  헤드에  한  것 ,  상 하게는  크  헤드   플 트  에  크 (ink-<8>

repellent) 막  균 하게 하는 에 한 것 다.

 크  헤드는, 쇄  크  미 한 액 (droplet)  쇄 매체 상  원하는 치에 시<9>

 색상  상  쇄하는 치 다. 러한 크  헤드는 크  식에 라 크게  가지  나뉠

 다. 그 하나는 열원  하여 크에 블(bubble)  생시  그 블  창 에 해 크  시

키는 열 동 식  크  헤드 고, 다  하나는 압 체  사 하여 그 압 체  변  해 크에 가해

지는 압 에 해 크  시키는 압  식  크  헤드 다. 

도 1  래  크  헤드    압  식  크  헤드    도시한 단 도 다. 도 1<10>

 참 하 ,  플 트(10)에는 크  하는 매니폴드(11), 다  리 트릭 (12)  다  압

 챔 (13)가 어 다. 상   플 트(10)  상 에는 압  액츄에 (40)  동에 해 변

는 진동 (20)  합 어 ,  플 트(10)  에는 다  (31)    플 트(3

0)가 합 어 다. 한편, 상   플 트(10)  진동 (20)  체    , 또한  플

트(10)   플 트(30)도 체    다. 

상  매니폴드(11)는 도시 지 않  크 고   크  다  압  챔 (13) 각각  공 하는<11>

통 , 리 트릭 (12)는 매니폴드(11)  다  압  챔 (13)  내  크가 는 통 다. 상

 다  압  챔 (13)는  크가 채워지는 곳 , 매니폴드(11)  측 또는 양측에 열 어 다.

상  다  (31)   플 트(30)  통하도   다  압  챔 (13) 각각에 연결 다. 상

 진동 (20)  다  압  챔 (13)  도   플 트(10)  상 에 합 다. 상  진동 (20)  압

 액츄에 (40)  동에 해 변  다  압  챔 (13) 각각에 크   한 압  변  

공한다. 상  압  액츄에 (40)는 진동 (20) 에 차 층  하  극(41)과, 압 막(42)과, 상  극
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(43)  다. 하  극(41)  진동 (20)   에 , 공통 극  역할  하게 다. 압 막

(42)  다  압  챔 (13) 각각  상 에 치하도  하  극(41) 에 다. 상  극(43)  압 막

(42) 에 , 압 막(42)에 압  가하는 동 극  역할  하게 다.  

 상 한  같   가진 크  헤드에 어 ,  플 트(30)   처리는 (31)  통해 <12>

는 크 액  직진 과  도 등  크  능에 직  향  미치게 다. , 크  

능  향상시키  해 는, (31)  내  친 크 (ink-philic)  가 야 하고, (31)   플

트(30)  크 (ink-repellent)  가 야 한다. 체 , (22)   플 트(20)

 크  가지게 ,  플 트(20) 에  크 웨 (ink-wetting)  지 어 는

크  직진  보   다. 그리고, (22)  내벽  친 크  가지게 , 크에 한 각

(contact  angle)  아  (capillary force)  가하므 , 크  리필(refill) 시간  단 ,

에 라  주 가   다. 

한편, (22)  내벽에 크  막    게  (22) 에 치한  플<13>

트(30) 에  크 웨 (ink wetting)  욱 과  지할  게 다. 여 , (22) 

 내벽에 크  막  균 (nonuniform)하게  는 크 액  직진  어  크

액  원하는 치에 도달하지 못하게 다. 또한, (22)  내벽에 는 크  막  

는 크  니 커 (meniscus) 과 한  다. 체 , (22)  내벽에 크  

막    게  크  니 커  심   플 트(30)    

리 어지게 므  크  시키는  필 한 에 지가 가하게 다.  , (22)  내

벽에 크  막   얇게 게  크  니 커 가  플 트(30)   에 지나

지게 가 게 치하게 어  량  생  염 가 다. 에 라,  플 트(30)  (22) 

내벽에는 당한  크  막  균 하게  필 가 다.  

래 크  막  하는 에는 액 상태   질 내에  플 트  핑(dipping)하여<14>

그 에 크  질  도  하는 과  착 식  통해  플 트  에 크  질

 하는  다. 그러나, 상 한 래   들   플 트  에만 택  크

 막   들고,  또한    내벽에도 크  막  균 하게  염 가

다. 

         루고  하는  과

본  상  같   해결하  하여 안  것 ,  플 트      내<15>

벽에 크  막  균 하게 하는  공하는  그  다. 

       

상 한  달 하  하여, <16>

본  에 , <17>

   플 트  에  리  상 착 (PVD)  하여  크  막(ink-repellent<18>

coating film)  하는 에 어 ,

크  질  루어진 복 개  (source)  상   플 트  격 게 치하여,<19>

상  들  는 크  질  하는 상   플 트  에 착시킴  상  <20>

플 트     상    내벽에 크  막  하는  개시 다.

상  리  상 착  빔 착(electron beam  evaporation) 또는 열 착(thermal evaporation)  <21>

 다.  

상  들  치  변 시킴  상    내벽에 는 크  막  가  <22>

다. 

본  다  에 , <23>

   플 트 에 리  상 착 (PVD)  하여 크  막  하는 에<24>
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어 ,

상   플 트  크  질  루어진 (source)에 해  경사지게 치하여,<25>

상   는 크  질  하는 상   플 트  에 착시킴  상  <26>

플 트     상    내벽에 크  막  하는  개시 다.

상   플 트  경사 각도  변 시킴  상    내벽에 는 크  막  <27>

가   다.

하, 첨  도  참 하여 본 에  람직한 실시  상  한다. 도 에  동 한 참<28>

는 동 한  지칭하여, 도 상에  각  크 는 편 상 과 어   다. 한편, 하

에  는  플 트  에 크  막  하는  압 식  크  프린트헤드 뿐만

아니라 열 동 식  크  프린트헤드에도   다.

도 2는 본  실시 에  크  막   하  한 도 다. 도 2는 리  상<29>

착 (PVD; Physical Vapor Deposition)에 하여 챔 (미도시) 내에   플 트(110)  에 크

막  하는 과  보여 다.  

도 2  참 하 , 챔 (미도시) 내  상 에는 타겟(target)   플 트(110)가 마 어 , 상<30>

  플 트(110)  하 에는 상   플 트(110)  에 크  막(ink-repellent coating

film, 도 3  130)  하  한 2개  (source,150a,150b)가 마 어 다. 여 , 상   플

트(110)에는 크   루어지는 (115)  통 어 어 , 상   플 트(110)는 

(115)  가  아래쪽  향하도 ,   (115)  가  들(150a,150b)과  마주보도  치 어

다. 상   플 트(110)는 실리  루어질  다.  경우, 상   플 트(110)  

실리 (silicon)  루어지거나 산  실리 (oxidized silicon)  루어질  다. 

상  들(150a,150b)   플 트(110) 하   치에 마 다. 여 , 상  들(150a,150b)<31>

 상   플 트(110)  심에 하여 칭  치   다. 러한 들(150a,150b)  크

질,  들  플루  실란(perfluorinated silane) 계열  질  루어질  다. 리  상 착

(PVD)에 하여 상  들(150a,150b)  크  질  , 게  크  질  

플 트(110)  에 착  크  막(도 3  130)  하게 다.  사 는 리  

상 착 (PVD) 는 빔 착 (electron beam evaporation) 또는 열 착 (thermal evaporation)   

다. 러한 착 들에 하여 상  들(150a,150b)   크  질  평균  행 (mean

free path)는 동  압 (working pressure)  10
-5
 Torr  (range)에  략 510cm가 므 , 상  크

 질  (trajectory)  직진  가지게 다. 한편, 상  들(150a,150b)  치는 원하는 크

막  계  건에  라  다양하게  변   다.  체 ,   플 트(110)  상  들

(150a,150b)  사  거리(h)  상  (115)과 들(150a,150b) 사  간격(x)  변 시킴  

(115)  내벽에 는 크  막(도 3  130)  (도 3  d)  할  다. 한편, 상에

는 들(150a,150b)  개 가 2개  경우가  들어 었 나, 본 실시 는 에 한 지 않고 3개

상  들  사 는 것도 가능하다.         

상  같  에 , 리  상 착 (PVD)에 하여  플 트(110)  에 크  막(도 3<32>

130)  하는  다 과 같다.  들(150a,150b)  상 에 마   플 트(110)는 그 심

 심  한다. 그리고, 상   플 트(110)  하 에 마 는 들(150a,150b)  열 또는 

빔에 하여 가열  크  질  상  들(150a,150b)  하게 다. 그리고, 게 

 크  질  직진  가지고  플 트(110) 쪽  동하여 하는 상   플 트(11

0)  에 균 하게 착 다. , 상  크  질   플 트(110)    뿐만 아니라 

(115)  내벽에도   균 하게 착 다. 에 라,  플 트(110)     

(115)  내벽에는 크  막(도 3  130)  균 하게 다. 한편, 상  (115)  내벽

에 는 크  막(130)  (도 3  d)는 상  들(150a,150b)  치  변 시킴  

  다. 

도 3에는 도 2에 도시   하여  플 트(110)  에  크  막(130)  도시한<33>

것 다. 도 3  참 하 ,  플 트(110)   에 크  막(130)  균 하게 어 

, 또한 상  (115)  내벽에도 크  막(130)    어 다.  같 , 
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 플 트(110)  에 크  막(130)  ,  플 트(110) 에  크 웨

(ink-wetting)  지 어 는 크액  직진  보   다. 또한, (115)  내벽에 

크  막(130)     (115) 에 치한  플 트(110) 에  크 웨

(ink  wetting)  욱 과  지할  게 다. 여 , (115)  내벽에 크  막

(130)    게  크  니 커 (meniscus) 심   플 트(110)   

  리 어지게 므  크  시키는  필 한 에 지가 가하게 다.  , 

(115)   내벽에 크  막(130)   얇게 게  크  니 커 가  플 트

(110)   에 지나지게 가 게 치하게 어  량  생  염 가 다. 라 , (115)  

 내벽에는 당한  크  막(130)  균 하게  필 가 는 , 본 실시 에 는 복

(150a,150b)  하고, 상  들(150a,150b)  치  변 시킴  (115)  내벽에 원하

는  크  막(130)  할  게 다.   

래에는  플 트  에 크  막  하  하여 하나   한 리  상 착<34>

(PVD)  사 었다. 그러나, 러한 는  플 트  에 크  막  균 하게 

 , 특    내벽에 는 크  막   할  없다는  었다.

에 하여, 본 실시 에 는 복   사 하여 착  행함   플 트  에 크

막  균 하게 할  고, 또한 들  치  변 시킴    내벽에 는 크

 막도 원하는  할  게 다.  

도 4는 본  다  실시 에   막  하는  하  한 도 다. <35>

도 4  참 하 , 챔 (미도시)  상 에는 (215)  통 어   플 트(210)가 마 어 <36>

, 상   플 트(210)  하 에는  플 트(210)  에 크  막  하  한 

(source,250)가 마 어 다. 상   플 트(210)는 실리  루어질  다.  경우, 상  

플 트(210)   실리 (silicon)  루어지거나 산  실리 (oxidized silicon)  루어질 

다. 한편, 본 실시 에 는 상   플 트(210)가 (250)에 해   각도(θ)  경사지게 치

어 다. 그리고, 상   플 트(210)는 (215)  가 아래쪽  향하도  치 어 다.  같

  플 트(210)가 (250)에 해  경사지게 치  후 하는  같  (215)  내벽에

크  막    균 하게   다. 한편, 상   플 트(210)  경사각도  변 시

킴  (215)  내벽에 는 크  막  께  할  다.   

상  (250)는  플 트(210)  하 에 마 어 다. 여 , 상  (250)는  플 트(210)<37>

 (215)과  간격(h) 격 게 치   다. 상  (250)는 크  질,  들  플루

 실란(perfluorinated silane) 계열  질  루어질  다. 리  상 착 (PVD)에 하여 상  

(250)  크  질  , 게  크  질  경사지게 치   플 트(210)

에 착  크  막  하게 다.  사 는 리  상 착 (PVD) 는 빔

착 (electron beam evaporation) 또는 열 착 (thermal evaporation)    다. 

상  같  에 , 리  상 착 (PVD)에 하여  플 트(210)  에 크  막  <38>

하는  다 과 같다.  (250)  상 에 경사지게 치   플 트(210)는 그 심  심

 한다. 그리고, 상   플 트(210)  하 에 마 는 (250)가 열 또는 빔에 하여 가열

 크  질  상  들(250)  하게 다. 그리고, 게  크  질  직

진  가지고  플 트(210) 쪽  동하여 하는 상   플 트(210)  에 균 하게 착

다. , 상  크  질   플 트(210)    뿐만 아니라 (215)  내벽에도 

  균 하게 착 다. 에 라,  플 트(210)     (215)  내벽에는 

크  막  균 하게 다. 한편, 상  (215)  내벽에 는 크  막  는 상

  플 트  경사각도  변 시킴    다.

 같 , 본 실시 에 는  플 트(210)  (250)에 해  경사지게 치한 다  착  행함<39>

  플 트(210)  에 크  막  균 하게 할  고, 또한  플 트(210)  경

사 각도(θ)  변 시킴  (215)  내벽에 는 크  막도 원하는  할 

게 다.  

상에  본 에  람직한 실시 가 었 나, 는 시  것에 과하 , 당해 야에  통상<40>

 지식  가진 라   균등한 타 실시 가 가능하다는  해할 것 다. 라 , 본  진
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한  보  는 첨  특허청 에 해  해 야 할 것 다.

     과

상에  살펴본  같 , 본 에 하  리  착 에 하여  플 트  에 크  <41>

막  함에 어  복   사 하거나  플 트  에 해  경사지게 치함  

플 트  에 크  막  균 하게 할  다. 또한, 상   플 트    내벽

에도 크  막  원하는  균 하게 할  다. 에 라,  플 트    

크  가짐   플 트 에  크 웨  지 어 는 크  직진  보   

다. 또한,   내벽에 크  막    균 하게   에 치한 

 플 트 에  크 웨  욱 과  지   다.  

도  간단한 

도 1  래 크  헤드   압  식  크  헤드    도시한 것 다.<1>

도 2는 본  실시 에  크  막   하  한 도 다.<2>

도 3  본  실시 에 라  플 트  에 크  막   습  도시한 것 다.<3>

도 4는 본  다  실시 에  크  막   하  한 도 들 다.<4>

<도  주  에 한  ><5>

110,210...  플 트              115,215... <6>

130... 크  막                150a, 150b, 250... (source)<7>

도

    도 1
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    도 2

    도 3

    도 4
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